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qu'en 1972 aux cas des interfaces plans, 
sph6riques et cylindriques, les hypo- 
theses de base sont bien degagees, de 
nombreux diagrammes illustrent le texte 
et une abondante litterature permet d'ap- 
profondir chaque point de I'expose. Le 
chapitre 4 comporte une partie relative a. 
I'aspect theorique de la fusion de zone, 
ses resultats sont employes pour analyser 
les facteurs qui interviennent dans I'em- 
ploi de la methode; une autre partie 
presente de maniere critique les techni- 
ques utilisees dans la realisation prati- 
que. Le cinquieme chapitre, comme le 

onzieme et le treizieme, est consacre 
aux semiconducteurs : apres analyse des 
equilibres on y etudie la croissance, par 
diverses techniques, de cristaux de GaAs 
massiques et en films epitaxiques, on 
compare ensuite les proprietes des 
echantillons obtenus. Le chapitre 11, 
dans lequel figurent des tables tres com- 
pletes, presente la croissance en masse 
et en films ~pitaxiques, a. partir de solu- 
tions dans des m~taux fondus, de cristaux 
semiconducteurs puis les proprietes des 
materiaux obtenus. Quant au chapitre 13, 
il constitue une revue critique des me- 
thodes utilisees pour obtenir sous pres- 
sion des cristaux des composes III-V et 
II-VI, il comporte des photos et de nom- 
breux schemas interessants. 

Les chapitres 6 et 7 donnent une vue 
assez encyclopedique de la croissance 
a. partir de flux: le premier en analyse les 
principes gen~raux, le second en traite 
les aspects pratiques (fours, creusets, 
qualites des bons flux, leur choix, les 
multiples sortes d'imperfections cristal- 
lines), il est illustre de photos tres sug- 
gestives et contient des tables bien 
faites dans lesquelles sont repertoriees 
les conditions d'obtention de quelques 
170 cristaux d'oxydes a. partir d'environ 
70 flux. Le huitieme chapitre est affecte 
& la cristallisation industrielle & partir de 
solutions, les grands probl~mes ren- 
contres sont exposes tres clairement 
ainsi que les methodes employees pour 
les resoudre. Le neuvieme chapitre est 
un des plus volumineux de I'ouvrage, il 

donne des indications et des appr6cia- 
tions tres detaillees sur la realisation, le 
controle et la mesure milieu de crois- 
sance, c'est ainsi que pour les methodes 
de chauffage il est aussi bien question 
des faisceaux electroniques et des radia- 
tions que des flammes; comme autres 
exemples de problemes consideres on 
peut citer I'atmosphere (vide, haute pres- 
sion), les recipients. 

Le dixieme chapitre analyse la crois- 
sance de cristaux a partir de phase va- 
peur, par techniques de transport physi- 
ques et chimiques ainsi que la nucleation 
et la croissance de couches obtenues par 
het6ro ou homoepitaxie. Les differentes 
methodes sont comparees et les condi- 
tions requises pour les employer men- 
tionnees. Les exemples donnes sont 
surtout choisis parmi des semiconduc- 
teurs. Le douzieme chapitre est relatif 
I'obtention de cristaux par tirage, c'est-&- 
dire par la methode de Czochralski. On y 
trouve la description des techniques 
utilisees, I'etude des caracteristiques 
souhaitees pour les creusets, les germes, 
les bains ainsi qu'une table resumant les 
conditions de croissance d'une soixan- 
taine de composes, principalement des 
oxydes, mais parmi lesquels il y a aussi 
des halogenures, des nitrures, des car- 
bures. Le chapitre 14 est tres bref, prob- 
ablement parce que de nombreux ouv- 
rages traitent en detail la croissance 
partir de solutions aqueuses. II mentionne 
principalement les techniques em- 
ployees. 

Le quinzieme chapitre est consacre & 
la croissance dendritique dans les divers 
processus o0 elle se produit, le pheno- 
mene est etudie sur le plan theorique et 
sur le plan experimental, ses conse- 
quences sont analysees. Le chapitre 16 
concerne des composes qui depuis quel- 
ques annees connaissent un regain 
d'int6r~t, ce sont les cristaux liquides 
encore appeles "stases mesomorphes'. 
II contient une classification de ces corps, 
une description de leurs proprietes de 
transformation, de leurs caracteristiques 
moleculaires et structurales et enfin une 

breve revue de leurs applications. Le 
dix septi~me et dernier chapitre decrit 
rapidement les types de defauts des 
cristaux puis les methodes employees 
pour les detecter et les caracteriser. 

La nature des sujets traites, I'abon- 
dance des faits mentionnes tout au long 
des exposes qui sont accompagnes d'en- 
viron 2400 citations, font que cet ouvrage 
de qualite devrait ~tre fort appreci6 a. la 
fois dans les laboratoires specialis6s en 
croissance cristalline et dans ceux de 
chimie ou de physique des solides. 
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Chapters include: preparation; purifica- 
tion; annealing; mechanical forming, and 
other fabrication processes :  mechanical 
properties of thorium and its alloys; diffu- 
sion in thorium; physical properties and 
alloying behaviour. Thor ium provides a 
critical review of published information 
on the phase diagram, crystallography, 
and thermodynamic properties of 71 
binary systems of thorium. 


